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(54) Sposob vyroby otvorov s mikrometrovymi rozmermi
v poloveditov§ch a izolaénych dostiékach

Vynélez sa tyka oblasti technolégie mikro-
elektronickych Struktdr a riesi problém vy-
tvarania otvorov priemeru niekolkych de-
siatok mikrometrov v dodtitkdch hrubych
niekolko stoviek mikrometrov.

Podstata vynalezu spociva v tom, Ze sa
dostitka z oboch strdn pokryje — maskuje
tenkou maskujicou vrstvou, na jednej strane
sa do maskujtacej vrstvy vytvori leptaci otvor
(otvory) fotolitografickym postupom, Cez
ktory (ktoré) sa dostitka preleptd v plazme
elektrického vyboja. Po vyleptani otvoru
(otvorov) sa maskujica vrstva odstréani.
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{54) Spdsob vyroby otvorov s mikrometrovymi rozmermi
v polovodifovich a izola&nych dodtickédch

1

Vynélez sa tyka spdsobu vyroby otvorov
s mikrometrovymi rozmermi, ktoré prechéa-
dzaja celou hribkou dosticky z polovodica
alebo izolantu. Do§titky s otvormi moZno
vyuZit pri vyrobe miniatirnych polovodico-
vych siciastok.

Otvory v dos$tickdch moZno ziskat niekol-
k¢ymi spOsobmi.

Na vytvaranie otvorov moZno pouZit che-
mické leptanie v kvapainych leptadléch, pri-
fom velkost, tvar i poloha otvoru sa vyme-
dzuje vhodnou maskou na leptanej dosticke.
Nev§hodou tohto spdsobu je izotropnost lep-
tania, to znamena laterdlne Ieptanie do
vzdialenosti rovnajicej sa priblizne hibke
leptania. Lokdlne, bez masky, moZno polo-
vodifové dosticky preleptdvat aj elektroche-
micky pridom leptadla vychéadzajuceho pod
urlitym tlakom z dyzy, priom medzi lepta-
nou polovodidovou dosti¢kou a dyzou je po-
tencidlny rozdiel. Priemer takto ziskanych
otvorov zdvisi od priemeru leptacieho 1uéa,
ktory nemodZe dosahovat mikrometrové roz-
mery. Ani jednym 2z uvedenych spOsobov
v8ak nemoZno ziskat otvory, ktorych prie-
mer je porovnatelny. alebo znalne mensi,
ako je hriibka leptanej dosticky.

Uvedené nedostatky v podstatnej miere
odstratiuje vynélez.

Podstata spbsobu vyroby otvorov s mikro-
metrovymi rozmermi v polovodiovych ale-
bo izola&nych dostitkach spoliva podla vy-
ndlezu v tom, Ze sa doSticka z oboch strédn
pokryje — maskuje tenkou maskujacou vrst-
vou, na jednej strane sa do maskujice]j
vrstvy vytvori leptaci otvor (otvory) foto-
litografickym postupom, cez ktory (ktoré]
sa dostitka preleptd v plazme elektrického

2

vyboja. Po vyleptani otvoru (otvorov] sa
maskujica vrstva odstrani.

Vyhodou vyndlezu je, Ze uvedenym spd-
sobom moZno pripravovat otvory lubovol-
ného tvaru s rozmermi niekolkych desiatok
mikrometrov v polovodifovych a izolagnych
doStitkach hrubych niekolko stoviek mikro-
metrov. Ak to je potrebné, mdZu byt otvory
umiestnené na podloZke v pravidelnych roz-
tefiach. Prednostou je tiez ¢asovd nendroc-
nost uvedeného postupu.

Priklad

Kremikova doStiCka hrubd 200 mikromet-
rov, kruhového tvaru o priemere 63 mm sa
z oboch stran pokryje naparenim hlinikovej
maskujticej vrstvy hrubej 2 mikrometre, do
ktorej sa na jednej strane kremikovej dos§-
titky fotolitografickym postupom a lepta-
nim v leptadle 760 mi kyseliny fosforetnej-+
+ 30 ml kyseliny dusiénej + 150 ml kyse-
liny octovej + 60 ml vody pri 340 K sa vy-
leptaja otvory v maskujicej hlinikovej vrst-
ve po povrch do8ti€ky, v miestach budicich
otvorov do kremikovej dosticky. Cez otvory
v maskujicej vrstve sa preleptd polovodico-
vd dosticka v plazme elekirického vyboja
v plyne tetrafluérmetdn + 4 obj. % kyslika,
prifom sa tlak a prietok pracovného plynu
i velkost budiaceho vykonu nastavia tak (zé-
visi od tvaru pouZitej komory), aby leptanie
prebiehalo priemernou rychlostou véddsou
ako 5 mikrometrov za mindtu. Po preleptani
otvorov do kremikovej doStiCky sa masku-
juica hlinikova vrstva odstréni vo vySe uve-
denom leptadle. Kremikova doitiCka sa po-
tom opldchne a osusi.

PREDMET VYNALEZU

Spdsob vyroby otvorov s mikrometrovymi
rozmermi v polovodiovych a izolaénych
dosti¢kédch, ktorgch priemer je porovnatel-
ny alebo mensi ako je hriibka dostiky, vy-
znatujici sa tym, Ze na dosticku z polovodi-
¢a alebo izolantu sa z oboch strdn nanesie
maskujlica vrstva odoldvajica plazmovému

leptaniu, potom sa fotolitografick¢ym postu-
pom a chemickym leptanim vytvoria lepta-
cie otvory v maskujacej vrstve aZ po povrch
dosti¢ky, cez ktoré sa potom doStiCka pre-
lepta v plazme elektrického vyboja a napo-
kon sa odstrdni maskujiica vrstva chemic-
kym leptanim.
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